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Abstract 
The accurate measurement of magnetic near-field is essential because radiated noise from power electronics cause 
the malfunction of a peripheral device or itself. This paper develops a new magnetic near-field measurement system 
for power electronics equipment with double pulse test. The system is capable of confirming magnetic near field 
level of power electronics equipment in an early stage of development. In addition, the system identifies the noise 
sources in the surface of the power electronics by scanning the near magnetic field. The system contributes to 
reducing the development period and cost of the power electronics equipment. 
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図 1 システム概要 
Fig.1  Outline of the noise measurement system 
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表 1 測定システムと仕様 
























図 2 本提案の計測手法 













図 3 降圧チョッパ回路図 
Fig.3  Back converter 
表 2 回路パラメータ 
Table2. Circuit parameters and specifications 
Description Symbol Value 
入力電圧 Vi 20V 
スイッチング周波数 fsw 10kHz 
時比率 D 0.5 
出力電圧 Vo 10V 
インダクタ L 470H 
キャパシタ C 100F 
図 4 ノイズスペクトル 
Fig.4  Noise spectrum 
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4. 近傍磁界スペクトルの可視化
〈4･1〉 ノイズマッピング  図 5のインダクタンス負荷
ダブルパルス試験により 2in1IGBT モジュールのノイズ分
布を評価する。表 3に回路パラメータを示し，図 6に IGBT
モジュールと本システムでスキャンする範囲を示す。IGBT
モジュールは 4つの端子があり，端子 Aはハイサイド IGBT
のコレクタ，端子 Bと端子 Cはハイサイド IGBTのエミッ
タ（ローサイド IGBT のコレクタ），端子 D はローサイド
IGBTのエミッタに接続されている。端子 Aは電源，端子 C
は誘導負荷，端子 D は GND を接続し，赤の破線内を直径
10mm の磁界プローブを 5mm 間隔でスキャンする。近傍










図 5 試験回路 
Fig.5  Test circuit 
表 3 回路パラメータ 
Table3. Circuit parameters specifications 
Description Symbol Value 
入力電圧 Vi 36V 
スイッチング周波数 fsw 1kHz 
時比率 D 0.5 
インダクタ L 1mH 
キャパシタ Cin 32mF 
図 6 IGBTモジュールと測定範囲 




図 7 IGBTモジュールのノイズ分布 
Fig.7  Noise distribution 
〈4･2〉 周波数毎のノイズ発生源の特定  本システム
は，EUT上をスキャンした後，特定の周波数を指定してノ









図 8 ノイズ分布と周波数の相関 
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